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ВОПРОСЫ

1. Прогрессивность МИОМ определяет: 

а) экономия материальных и энергетических ресурсов
б) применение новых физических законов и открытий
в) экологическая чистота 

г) высокая производительность
2. Отличительной особенностью полевых методов воздействия является: 
а) бесшумное силовое воздействие

б) применение новых физических законов и открытий

 в) отсутствие непосредственного контакта с обрабатываемым материалом
г) высокая производительность

3. В технике МИОМ трансформация энергии поля в механическую работу происходит: 
а) в индукторе 




в) в согласующем устройстве 

б) в заготовки подлежащей обработке 
г) в емкостных накопителях

4. Физический механизм возникновения усилий при взаимодействии поля с веществом (объект обработки), в первую очередь, определяется: 
а) электрофизическими свойствами вещества (проводники или диэлектрики)
б) механическими свойствами вещества
в) диэлектрической проницаемостью вещества 

г) магнитной проницаемостью вещества

5. Для проводников в основе механизма силового воздействия лежит: 

а) возбуждение сил Лоренца
б) возбуждение сил обусловленных магнитными свойствами объекта обработки
в) эффект поляризации 

г) возбуждение сил Ампера (по закону Ампера)
6. Для диэлектриков в основе механизма силового воздействия лежит:

а) возбуждение сил Лоренца
б) возбуждение сил обусловленных магнитными свойствами объекта обработки
в) эффект поляризации 

г) возбуждение сил Ампера (по закону Ампера)
7. Магнитно-импульсная установка в технике МИОМ является:
а) инструментом 



в) индукторной системой 

б) источником мощности  


г) согласующим устройством
8. Традиционные методы в технике МИОМ основаны на возбуждении:
а) сил Лоренца
б) сил обусловленных магнитными свойствами объекта обработки
в) пондеромоторных сил 

г) сил Ампера (по закону Ампера)
9. Нетрадиционные методы в технике МИОМ основаны на возбуждении:
а) сил Лоренца
б) сил обусловленных магнитными свойствами объекта обработки
в) пондеромоторных сил 

г) сил Ампера (по закону Ампера)

10. Идея получения и практического применения сил магнитного давления на проводящие среды принадлежит:  

а) Хендрику Антону Лоренцу               

б) Джеймсу Клерку Максвеллу

в) Андре-Мари Амперу                          

г) Петру Леонидовичу Капице

д) Юрию Викторовичу Батыгину


е) Майклу Фарадею

ж) Генри Фюрту
11. Первооткрывателем «нетрадиционных» методов МИОМ считают: 

а) Хендрика Антона Лоренца               

б) Джеймса Клерка Максвелла

в) Андре-Мари Ампера                          

г) Петра Леонидовича Капицу

д) Юрия Викторовича Батыгина


е) Майкла Фарадея

ж) Генри Фюрта
12. Сохранность краски на кузовной панели при магнитно-импульсной рихтовке обеспечивается тем, что: 

а) у краски высокая диэлектрическая проницаемость 
б) у краски высокая удельная электропроводность 
в) усилия рихтовки не отрывают, а вдавливают краску в кузовную панель

г) усилия рихтовки равномерно распределяются по всей толщине металла кузовной панели
13. Для удаления вмятины с помощью мощного магнита (электромагнита) необходимо:
а) создать мощное магнитное поле, с напряженностью порядка 105 А/м 
б) создать мощное электрическое поле, с напряженностью порядка 105 А/м 
в) с обратной стороны вмятины поставить массивную подложку с хорошими магнитными свойствами

г) возбудить тангенциальную составляющую сил Лоренца

14. К способам рихтовки без нарушения защитного лакокрасочного покрытия относят: 

а) способ нагрева и резкого охлаждения
б) вакуумный способ
в) способ прямого пропускания тока

г) способы с применением специальных вытягивающих аппаратов (споттеры, пуллеры)

15. Сущность эффекта гиперпластичности при МИОМ:

а) деформации металлических образцов могут доходить до 200%
б) метал становится пластичным

в) метал теряет всойство упругости

г) деформации металлических образцов могут доходить до 100%
16. Индукторная система в технике МИОМ является:

а) инструментом 



в) кабельным подводом 

б) источником мощности 


г) согласующим устройством
17. Индукторная система состоит:

а) кабельного подвода 



в) заготовки и матрицы 

б) индуктора 




г) согласующего устройства
18. Источником электромагнитного поля в технике МИОМ является:
а) ёмкостной накопитель 


в) высоковольтный коммутатор 

б) индуктор 




г) согласующего устройства
19. Для придания необходимой формы обрабатываемой детали в технике МИОМ используют:
а) спутник




в) матрицу 

б) индуктор 




г) блок эластичного материала

20. Появление сил Лоренца обусловлено взаимодействием:
а) электрического поля источника и вихревых токов, индуцированных в заготовке
б) электрического поля источника и электрического поля токов, индуцированных в заготовке
в) магнитным взаимодействием параллельных токов

г) магнитного поля источника и вихревых токов, индуцированных в заготовке
21. Магнитное давление на проводник определяют:
а) силы Лоренца
б) силы, обусловленные магнитными свойствами объекта обработки
в) пондеромоторные силы 

г) силы Ампера (по закону Ампера)
22. Силовое воздействие, в традиционной МИОМ, будет наибольшим в случае: 

а) «непрозрачного» металла 


в) массивного хорошо проводящего металла 

б) «прозрачного» металла 


г) резкого поверхностного эффекта
23. В технике МИОМ проводник называют «непрозрачным» если:
а) он достаточно тонкостенный

б) он выполнен из плохо проводящего металла
в) он выполнен из массивного и хорошо проводящего металла 

г) наблюдается резкий поверхностный эффект
24. В технике МИОМ проводник называют «прозрачным» если:
а) он достаточно тонкостенный

б) он выполнен из плохо проводящего металла
в) он выполнен из массивного и хорошо проводящего металла 

г) наблюдается резкий поверхностный эффект
25.  Традиционные конструкции МИОМ работают в условиях: 

а) когда проникновение магнитного поля сквозь заготовку весьма существенно
б) когда диффузия поля в проводник незначительна
в) резкого скин-эффекта
г) достаточно тонкостенного или плохо проводящего металла
26. Нетрадиционные (новые) конструкции МИОМ работают в условиях:
а) когда проникновение магнитного поля сквозь заготовку весьма существенно
б) когда диффузия поля в проводник незначительна
в) резкого скин-эффекта
г) достаточно тонкостенного или плохо проводящего металла
27. Согласующее устройство в технике МИОМ представляет собой: 

а) ёмкостной накопитель 


в) высоковольтный коммутатор 

б) импульсный трансформатор тока

г) источник мощности
28. Согласующие устройства необходимы для согласования:

а) источника мощности и инструмента
б) ёмкостного накопителя и индуктора
в) магнитно-импульсной установки и индукторной системы
г) кабельного подвода и индукторной системы

29. В практике МИОМ согласующие устройства по конструктивному признаку различают:

а) дисковые 




в) цилиндрические 

б) тороидальные



г) Ш- и Г-образные
30. Вторичная обмотка согласующего устройства представляет собой:
а) многовитковую плоскую спираль 

в) многовитковую цилиндрическую спираль
б) плоский диск с разрезом 


г) полый цилиндр с разрезом
31. Первичная обмотка согласующего устройства представляет собой:
а) многовитковую плоскую спираль

в) многовитковую цилиндрическую спираль
б) плоский диск с разрезом 


г) полый цилиндр с разрезом
32. Электромагнитные процессы в индукторных системах описываются:
а) материальными соотношениями 

в) уравнениями Максвела
б) законом Ампера 



г) выражениями для сил Лоренца
33.  Связь между токами, индукциями и напряжённостями поля в средах с различными электрофизическими параметрами устанавливают:
а) материальные соотношения 

в) уравнения Максвела
б) законы Ома и Ампера 


г) выражениями для сил Лоренца
34.  Разность квадратов значений касательных составляющих вектора напряжённости магнитного  поля на граничных поверхностях заготовки определяется в соответствии с:
а) законом Ома в дифференциальной форме 
в) уравнениями Максвела
б) законом Ампера 




г) выражениями для сил Лоренца
35.  Силы Лоренца определяются выражением:
а) 
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36. Давление пондеромоторных сил определяется:

а) 
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37. Закон Ома в дифференциальной форме записывается:

а) 
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38. Характерное время диффузии поля в проводящий слой определяется:
а) 
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39. Первое уравнение Максвела записывается:

а) 
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40. Второе уравнение Максвела записывается:

а) 
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41. Третье уравнение Максвела записывается:

а) 
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42. Четвертое уравнение Максвелла записывается:
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43. Закон Ампера записывается:

а) 
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44. Эффективная глубина проникновения поля в проводник определяется:
а) 
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45. Условие тонкостенности записывается:
а) 
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46. Условие квазистационарности происходящих электромагнитных процессов записывается:
а) 
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47. Материальные соотношения записываются:
а) 
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48. В функциональной схеме МИУ служит для включения установки, регулировки токового режима при заряде емкостного накопителя и осуществления запуска защитных устройств:

а) пускорегулирующее устройство 


г) коммутирующее устройство
б) зарядное устройство




д) защитное устройство

в) емкостный накопитель 



е) устройство для запуска коммутатора
49. Наиболее важным энергетическим узлом установки является:

а) пускорегулирующее устройство 


г) коммутирующее устройство
б) зарядное устройство




д) защитное устройство

в) емкостный накопитель 



е) устройство для запуска коммутатора 

50. В функциональной схеме МИУ состоит из проводящей вставки, шунтирующей через токоограничивающий резистор клеммы емкостного накопителя при подаче управляющего сигнала, различных блокировок и ряда других элементов:

а) пускорегулирующее устройство 


г) коммутирующее устройство
б) зарядное устройство




д) защитное устройство

в) блок измерительной аппаратуры


е) устройство для запуска коммутатора

51. В функциональной схеме МИУ элемент, содержащий высоковольтный делитель напряжения и приборы, позволяющие контролировать работу функциональных систем МИУ:

а) пускорегулирующее устройство 


г) коммутирующее устройство
б) зарядное устройство




д) защитное устройство

в) блок измерительной аппаратуры


е) устройство для запуска коммутатора

52. Ресурс МИУ устанавливается сроком службу: 

а) пускорегулирующего устройства 

г) коммутирующего устройства
б) зарядного устройства


д) защитного устройства

в) емкостного накопителя 


е) устройства для запуска коммутатора

53. В зависимости от частоты МИУ разделяются на:

а) 2-е основные группы



в) 4-е основные группы
б) 3-и основные группы



г) 5 основных групп
54. Собственная частота разряда установки определяется при: 

а) её номинальной нагрузке 


в) её минимальной нагрузке 

б) её максимальной нагрузке 


г) коротком замыкании её электрического выхода
55. В зависимости от технологического назначения МИУ разделяются на:

а) 2-е группы




в) 4-е группы
б) 3-и группы




г) 5 групп
56. Общая индуктивность батареи конденсаторов в МИУ в соотношении с  общей индуктивности всей схемы в режиме короткого замыкания, должна составлять не менее: 

а) 5 %



в) 15 % 


д) 25 %
б) 10 %



г) 20 %


е) 50 %
57. При проектировании МИУ в первую очередь определяют: 

а) U – рабочее напряжение
в) C- ёмкость


д) ( - КПД

б) L - индуктивность

г) ( - рабочая частота
е) W – запасаемую энергию
58. В МИОМ существует общепринятая классификация выполняемых технологических операций, предполагающая их деление на: 

а) 2-е основные группы



в) 4-е основные группы
б) 3-и основные группы



г) 5 основных групп

59. Обрабатываемая заготовка помещается во внутренней полости индуктора. Силы магнитного давления направлены к оси системы – это реализация операции: 

а) обжим





в) плоская штамповка
б) раздача




г) магнитно-импульсной сварки

60. Индуктор помещается во внутренней полости заготовки, подлежащей деформированию. Силы магнитного давления направлены от оси системы – это реализация операции: 

а) обжим





в) плоская штамповка
б) раздача




г) магнитно-импульсной сварки

61. Индуктор и заготовка, подлежащая обработке, представляют собой параллельные плоские фигуры, разделённые изолирующей прокладкой. Силы магнитного давления направлены от индуктора к заготовке – это реализация операции: 

а) обжим





в) плоская штамповка
б) раздача




г) магнитно-импульсной сварки

62. Скорости встречного движения заготовок максимальны, при их соударении за счёт инерционных эффектов образуется пограничный слой, обусловленный переносом металла из одной заготовки в другую и наоборот –  это реализация операции: 

а) обжим





в) плоская штамповка
б) раздача




г) магнитно-импульсной сварки

63. В технологиях МИОМ «спутники» применяют для деформации металлов: 

а) с высоким значением (


в) с низким значением (
б) с высоким значением µ


г) с низким значением µ
64. Для передачи необходимого усилия от индуктора к заготовке в традиционной технике МИОМ могут использовать:
а) спутник




в) матрицу 

б) эластичную передающую среду 

г) разрядник
65. Металлоёмкость магнитно-импульсного пресса ниже по сравнению с суще​ствующими механическими аналогами: 

а) 2 раза





в) 5÷10 раз
б) 2÷5 раз




г) 10÷15 раз
66. Принцип действия «конических» индукторных систем основан на: 

а) уравнениях Максвелла 

в) проявление магнитных свойств металлов

б) законе Ампера 


г) физическом механизме возбуждения сил Лоренца
67. Эффект магнитно-импульсного притяжения ферромагнетиков при понижении рабочих частот действующего поля лежит в основе принципа действия: 

а) цилиндрических индукционных индукторных систем 
б) прямоугольных индукционных индукторных систем
в) одновитковых цилиндрических плоских индукторных систем
г) конических индукторных систем

68. Принцип действия индукционных индукторных систем основан на: 

а) уравнениях Максвелла 


в) проявление магнитных свойств металлов

б) законе Ампера 



г) выражениями для сил Лоренца
69.  Притяжение тонкостенного металла за счет применения вспомогательный экран лежит в основе принципа действия: 

а) цилиндрических индукционных индукторных систем 

б) прямоугольных индукционных индукторных систем

в) одновитковых цилиндрических плоских индукторных систем

г) конических индукторных систем

70. Чем обосновано допущение о постоянстве µ металла листовой заготовки в расчетах МИОМ?
а) тем, что Нm > 105 А/м



в) тем, что Нm < 105 А/м

б) тем, что Нm > 103 А/м 


г) тем, что Нm < 103 А/м

71. В записи уравнений Максвелла для расчета электромагнитных процессов в индукторных системах параметр р – это:

а) плотность стороннего тока в индукторе
в) функция распределения тока в индуктора
б) дельта функция Дирака 


г) параметр преобразования Лапласа
72. В записи уравнений Максвелла для расчета электромагнитных процессов в индукторных системах параметр δ(h+z) – это:

а) плотность стороннего тока в индукторе
в) функция распределения тока в индуктора
б) дельта функция Дирака 


г) параметр преобразования Лапласа

73. В записи уравнений Максвелла для расчета электромагнитных процессов в индукторных системах параметр j(i – это:

а) плотность стороннего тока в индукторе
в) функция распределения тока в индуктора
б) дельта функция Дирака 


г) параметр преобразования Лапласа

74. При расчетах МИОМ магнитная проницаемость µ=1  – это :

а) ферромагнетик



в) парамагнетик

б) диамагнетик 




г) вакуум

75. При расчетах МИОМ магнитная проницаемость µ(1  – это :

а) ферромагнетик



в) парамагнетик

б) диамагнетик 




г) вакуум

76. При вариации магнитной проницаемости объекта обработки силы Лоренца: 

а) увеличиваются при (µ


в) остаются неизменными

б) уменьшаются при (µ



г) изменяются незначительно

77. Силы Лоренца при низких рабочих частотах действующих полей: 

а) пропорциональны квадрату возбуждающего тока
б) пропорциональны произведению возбуждающего тока на его производную
в) становятся осциллирующими во времени и, в интеграле, будет стремится к нулю
г) с уменьшением частоты возрастают
78. Зависимости, силы магнитного давления на обрабатываемый объект при высоких частотах действующих полей пропорциональна:
а) ~ 
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б) ~ 
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79.  Силы Лоренца направлены:
а) в сторону большего значения напряженности магнитного поля
б) в сторону меньшего значения напряженности магнитного поля
в) в сторону индуктора – источника поля
г) от индуктора – источника поля

80. Силы, обусловленные магнитными свойствами объекта обработки, направлены: 

а) в сторону большего значения напряженности магнитного поля

б) в сторону меньшего значения напряженности магнитного поля

в) в сторону индуктора – источника поля

г) от индуктора – источника поля

81. Коническая форма внутреннего отверстия индуктора предназначена для:
а) сосредоточению действующих сил в центре рабочей области индуктора
б) сосредоточению действующих сил по краю рабочей области индуктора
в) концентрации магнитного потока по краю рабочей области индуктора

г) концентрации магнитного потока в центре рабочей области индуктора
82. Универсальным инструментом бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки называют: 

а) цилиндрическую индукционную индукторную систему 

б) прямоугольную индукционную индукторную систему

в) одновитковую цилиндрическую плоскую индукторную систему

г) коническую индукторную систему

83. В соответствии с законом Ампера, одинаково направленные токи в параллельных проводниках:
а) не оказывают др. на др. никакого влияния
в) притягивают проводники др. к др.

б) отталкивают проводники др. от др.

г) намагничивают проводники

84. В соответствии с законом Ампера, встречно направленные токи в параллельных проводниках:

а) не оказывают др. на др. никакого влияния 
в) притягивают проводники др. к др.

б) отталкивают проводники др. от др. 

г) намагничивают проводники

85. Массивный вспомогательный экран в ИИС служит для:
а) увеличения прочности системы 

б) концентрации возбуждаемого магнитного поля в пространстве между индуктором и металлом листовой заготовки
в) концентрвций усилий в центре рабочей зоны инструмента
г) увеличение эффективности теплоотвода

86. ИИС прямоугольной геометрии в отличии от цилиндрической позволяет:
а) увеличить амплитуду силового воздействия 

б) уменьшить амплитуду силового воздействия

в) возбуждение полей и электродинамических сил двойным током при неизменном напряжении емкостного накопителя
г) возбуждение полей и электродинамических сил половинным током при неизменном напряжении емкостного накопителя
87. Силы отталкивания в ИИС сосредоточены:
а) в центре рабочей зоны индуктора 


в) по внешнему краю витка индуктора

б) по внутреннему краю витка индуктора 

г) под витком индуктора
88.  Действие сил отталкивания в ИИС можно существенно уменьшить путем:
а) увеличения ёмкости конденсаторных батарей

б) увеличением рабочего напряжения заряда конденсаторных батарей

в) увеличением частоты действующих полей

г) снижением частоты действующих полей

89. Двойной виток индуктора ИИС прямоугольной геометрии обеспечивает:

а) увеличение энергии на деформирование листовой заготовки, в два раза

б) увеличение энергии на деформирование листовой заготовки,  в четыре раза

в) двукратное увеличение тока в рабочей зоне

г) четырехкратное увеличение тока в рабочей зоне

90. Временная зависимость силы притяжения в ИИС при низких рабочих частотах за период действия импульса:

а) имеет постоянное направление по отношению к объекту обработки

б) имеет знакопеременный характер

в) имеет осциллирующий характер

г) имеет кумулятивный характер

91. Временная зависимость силы притяжения в ИИС пропорциональна:
а) ~ 
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92. Временная зависимость силы Лоренца в ИИС при низких рабочих частотах за период действия импульса:

а) имеет постоянное направление по отношению к объекту обработки

б) имеет знакопеременный характер

в) имеет осциллирующий характер

г) имеет кумулятивный характер

93. Импульс сил отталкивания в идеализированном низкочастотном режиме

а) ( 0




в) >>0



б) ( ∞




г) ((0
94. Интегральная сила в рабочей зоне ИИС с двойным прямоугольным витком по сравнению с цилиндрической конструкцией:
а) больше в (3 раза 


в) меньше в (3 раза

б) больше в (2 раза 


г) меньше в (2 раза

95. При сборке конструкций из полых трубчатых заготовок с прямоугольной формой поперечного сечения, известные технические решения оказываются не работоспособными по следующим причинам:

а) нарушение круговой симметрии приводит к неоднородности в распределении сил магнитного давления
б) невозможно произвести раздачу или обжим такой заготовки

в) необходимы специальные конструкции прямоугольных индукторов

г) угловые зоны, обладающие значительно более высокой жёсткостью, наименьшим образом подвержены каким  либо деформациям

96. Основным препятствием в формовке угловых профилей механическими (гидравлическими) методами является: 
а) высокое значение удельной электропроводности металла
б) большая пластичность деформируемого металла
в) недостаточная пластичность деформируемого металла
г) высокое значение магнитной проницаемости металла

97. Практическое использование какого свойства (качества) металла при МИОМ позволяет деформировать без разрушения и штамповать изделия, производство которых невозможно известными методами?

а) электропроводности 


в) гиперпластичности

б) магнетизма 




г) текучести

98. Операция МИОМ по «заполнению» углов - это

а) получение не прямых, а округлых углов у заготовки
б) получение достаточно чётких углов с допустимым по условиям производственной операции скруглений

в) заполнять угол изгиба заготовки металлом при магнитно-импульсной сварке
г) заполнять угол изгиба заготовки эластичным материалом для штамповки

99. Для концентрации магнитного давления ровно в центр углового изгиба заготовки применяют:

а) одновитковый индуктор, расположенный параллельно одной из плоскости образующих угол
б) одновитковый индуктор, расположенный под углом к одной из плоскости образующих угол – подымают дальний конец витка по отношению к угловому изгибу
в) одновитковый индуктор, расположенный под углом к одной из плоскости образующих угол – подымают ближний конец витка по отношению к угловому изгибу
г) индуктор из двух одновитковых солиноидов, либо один спаренный, причем  подымают дальние концы витков по отношению к угловому изгибу
100. При последовательном соединении витков индуктора из двух одновитковых солиноидов для «заполнения» углов, эффективность силового воздействия:

а) возрастает 



в) не изменяется
б) уменьшается 



г) уменьшается в квадратичной зависимости
101. Простейшим вариантом конструкции индукторной системы для раздачи труб прямоугольного сечения является: 

а) индукторная система из одного плоского протяжённого витка
б) индукторная система из двух плоских протяжённых витков
в) одновитковый индуктор, расположенный под углом к одной из плоскости образующих угол – подымают ближний конец витка по отношению к угловому изгибу
г) индуктор из двух одновитковых солиноидов, либо один спаренный, причем  подымают дальние концы витков по отношению к угловому изгибу

102. Основной проблемой конструкций индукторных систем для раздачи труб прямоугольного сечения является: 

а) концентрации сил магнитного давления на перпендикулярных плоскостях, образующих угол прямоугольной трубы
б) концентрации сил магнитного давления на параллельных плоскостях прямоугольной трубы, образующих угол
в) протяженность плоской индукторной системы
г) концентрации сил магнитного давления в  углах изогнутых листовых металлов

103. Индукторная система для раздачи труб прямоугольного сечения, которая обеспечивает концентрацию возбуждаемых усилий строго по центру углов трубы имеет конструкцию: 

а) индукторная система из одного плоского протяжённого витка
б) индукторная система из двух плоских протяжённых витков
в) индукторная система из четырех плоских протяжённых витков
г) индукторная система цилиндрической формы

104. При последовательном соединении витков индукторной система из 4-х плоских протяжённых витков для раздачи труб прямоугольного сечения можно ожидать, что амплитуда сил магнитного давления (идеализация): 

а) увеличится в 2 раза 


в) уменьшится в 2 раза
б) увеличится в 4 раза 


г) уменьшится в 2 раза
105. Традиционные конструкции индукторных систем предполагали применение: 

а) одновитковые соленоиды 




б) одновитковые соленоиды с согласующими устройствами 




в) многовитковые соленоиды
г) многовитковые соленоиды с согласующими устройствами

106. Эффективность магнитно-импульсного метода требует обязательного выполнения условия: 

а) индуктивность инструмента должна быть значительно больше индуктивности МИУ
б) индуктивность инструмента должна быть значительно меньше индуктивности  МИУ
в) индуктивность инструмента должна быть равна индуктивности МИУ
г) емкость инструмента должна быть значительно больше емкости МИУ

107. Для соблюдения обязательного условия эффективности магнитно-импульсного метода одновитковые индукторные системы применяют: 

а) с дополнительным активным сопротивлением
б) с дополнительным емкостным сопротивлением
в) с согласующими устройствами
г) со спутниками 

108. В качестве разрядного ключа в магнитно-импульсных установках МИУС-2 и MDR-1 используют: 

а) разрядник 




в) тиратрон
б) псевдоискровой разрядник 


г) импульсные тиристоры
109. Основным недостатком одновитковой ИИС цилиндрической геометрии является:
а) «провал» в распределении сил притяжения в центральной части рабочей зоны
б) максимум усилий возбуждаются в центре рабочей зоны
в) сложность изготовления
г) большая индуктивность  

110. ИИС позволяют деформировать (притягивать):
а) сталь 





в) медь

б) алюминий 




г) нержавеющая стать  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
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1. Определить плотность тока в индукторе, если его удельная электропроводность 
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, а напряженность электрического поля Е =20 В/м.
а) 40(106 А/м2 


в) 50(106 А/м2



д) 70(106 А/м2
б) 20(106 А/м2


г) 60(106 А/м2



е) 80(106 А/м2
2. Определить характерное время диффузии поля в кузовную панель автомобиля толщиной d = 0,8 мм, и удельной электропроводностью 
[image: image90.wmf]7
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. 
а) 2(мкс 


в) 1,2(мкс



д) 4,7 мкс
б) 3,2 мкс


г) 6,4(мкс



е) 8 мкс
3. Определить давление пондеромоторных сил на кузовную панель автомобиля, если известно, что напряженность магнитного поля на её граничных поверхностях 
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а) 10,05 Н/м2


в) 20,7
Н/м2


д) 45,24 Н/м2
б) 6,91 Н/м2


г) 1,88
Н/м2


е) 30,16 Н/м2
4. Определить эффективную глубину проникновения поля в металл кузовной панели автомобиля на частоте импульсного силового воздействия f = 10 кГц. Удельная электропроводностью металла 
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, магнитная проницаемость металла µк (2.
а) 3,2 мм


в) 2,6 мм


д) 1,8 мм
б) 4,6 мм


г) 2,8 мм


е) 1,2 мм
5. Начиная с каких частот силового взаимодействия (при МИОМ) кузовная панель автомобиля будет считаться тонкостенной, если ( = 10-4 с.
а)1 Гц


в)100 Гц


д) 10 кГц 

г)1 МГц
б)10 Гц


г)1 кГц


е) 100 кГц 

г)10 МГц
6. Определить частоту разрядного импульса МИУ, если известно, что её индуктивность      L = 800 нГн, а ёмкость С= 1000 мкФ.
а) 4 кГц


в) 5 кГц


д) 6 кГц 

ж) 7 кГц
б) 4,5 Гц


г) 5,5 кГц


е) 6,5 кГц 

з) 8 кГц
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